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Fisica de Semiconductores

1. Concentracion de portadores, movilidad y conductividad
2. Corriente de difusion

3. Relaciones de Boltzmann y diferencia de potencial



Calcular n, n_, p_y O para un bloque de Si uniformemente dopado con
N, = 2 x 10" cm™ a temperatura ambiente T_= 27°Cy T, = 15%:
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Silicio Constantes
E,=11eV m,=9.109x10 *'kg
m,=1.1m, k=1.38x10""J/K
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¢Cuanto vale la densidad intrinseca
de portadores libres?




¢Cuanto vale la densidad de portadores libres cuando
N, =2x10" cm=?
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¢Cuanto vale la conductividad?
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Calculos finales
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Observaciones finales
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